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図 2 .(a)チャネルが縮む方向(+)

(b)チャネルが伸びる方向(-)

図 3.歪に対するキャリア移動度の変化
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１． はじめに 有機導電材料が発見されて以来[1]、有機材料の特徴を活かしたデバイス応用へ

の展開が期待されている。なかでも、材料の持つ柔軟性はその一つの大きな特徴であり、フレキ

シブルディスプレイへの応用展開を可能としている。しかし、フレキシブルな変形に伴う電気伝

導機構の解明は未だ不十分である。そこで本研究では、フレキシブルな構造の有機電界効果トラ

ンジスタ（OFET）を作製し、トランジスタ特性に対する曲げの効果と、ＥＦＩＳＨＧ測定法に

よる曲げ変形に伴うキャリア輸送の変化を評価した。ついで、実験で得られた移動度変化に対し

て、誘電体理論に基づいたモデルにより解析を行った。

２． 実験 フレキシブルな基板（polyethylene-naphthalate: PEN）上

に OFET（有機半導体: TIPS pentacene、ゲート絶縁膜：polyimide）を

作製し（図 1）、曲げによるキャリア輸送への影響を調べた。サンプ

ルに加える歪は±1、1.5 %で、チャネルが伸びる方向と縮む方向につ

いて実験を行った（図 2）。電流電圧測定により実効的なキャリア

の移動度を見積もった後、EFI-SHG 法によりキャリア輸送を実際

に観測した[2]。また、誘電体理論に基づき、実効的な移動度が

どの程度変化するかを解析し[3]、実験結果との比較・検討を行

った。

３． 結果と考察 I-V測定の結果より、歪±1、1.5%で~±30%の実効的な移動度変化が確認でき

た。その際、チャネルが縮む方向に曲げた際に、実効的な移動度が増加し、伸びる方向では減少

する傾向が見られた。EFI-SHG 法により実際のキャリアの輸送を観測し、移動度変化を見積もっ

たところ、I-V 測定から見積もられた実効的な移動度変化より大

きいことが分かった(図 3)。ＥＦＩＳＨＧ法は過渡状態でのチャ

ネル内を移動するキャリアの移動の様子から直接移動度が評価

される。一方、Ｉ-Ｖ測定は定常測定であり、接触抵抗等の影響

がある。発表では、こうした要因の違いについても議論す

る。
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